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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Elektrode und/oder Leiterbahn fur organische Bauelemente und Herstelluhgyerfahren dazu 
© Die Erfindung betriffi Elektroden fur organische Bau- ■ . 

elemente, insbesondere fur Bauelemente wie Feldeffekt- 

transistoren (OFETs) und/oder Leuchtdioden (OLEDs), ; die 

leitfahige und fein strukturierte Elektrodenbahnen haben. 

Die Elektrode/Leiterbahn wird dabei durch einfachen Kon- 

takt einer leitenden oder nicht-1eitenden Schicht ausorga- . 

hischem Material mit einer chemischen Verbindung her- 
* gestellt, -we il die chemische Verbindung die Schicht aus. 

organischem Material an der Kontaktstelle deaktiviert 

bder aktfviert, d. h. leitend oder nicht-lettend macht. 
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[00121 Nach einer Atfftaltung (micro-contact-printing) 
* ' " Ud die chemischeVerbindung, die die Schichtaus organ.- 



Beschreibung 



- wird die cnemiscne vciumv*^ 5 , — ~- ~ - r. ~ 

• u L fln> AyfotPrial deaktiviert oder aktiviert, in aem Mempei 
l0 001] Die Erfindung betriffi ElekUjoden fur X^SwK der Stempel aus einem saugfahigen 

Bauelemente, insbesondere flr B«te««V ™ ggg 5 Son-Elastomer sein. 

&).S.705-706.DortWWbesc|^^«f™^ SJXchemische Verbindung ist bevorzugt eine Base 
tit eine leitfabige PolyaniUnschicht (PANT) ^ebr^ch Amin, ein Hydroxid etc. Prinzipiell konnen alle 

wird, die dann mil einer positiven Photore sutsctacht be deprotonieren, die also als Protonenakzeptoren 

S wird. Nach dem Trocknen wird die u ^to emgSztwerden. 

durch eine Scbattenmaske nut UV-Licht bestrahlt. An den 15 ^en.emges ., isches Materia l» umfasst hier 

oSteten Stellen wird der Photoresist durch emen bast- W tfM^ ^taUorganischen und/oderan- 

schen Entwickler entfernt, der gleichzemg durch erne che- tfe Arten J die ^ Englische „ z . B. nut "pla- 

nSche Reaktion das an den behchteten SteUen dann frethe- ^ & ^ ^ um ^ ^ n 

geiutoMy^indMi^-l^F^"^^.,,. Ausnahme der Halble it er , die die klassiscben 

[0003] Ausserdem ist aus der Schnft "Low-cost all poly Monen Germanium> siUzium) , und der typischen 

mer integrated circuits" von C. J. Dury et al. in Apphed ^^schen Leiter Eine Beschrankung in. dogmaUschen 

P^ S krUtters"Afol73,No.l,p.l08/110beka™t,d^sP^ ^^"^4 Material als Kohlenstoff-en^altendes 

^iUnzus^ndtelnem^t.^^^S MamriJ lis Xinach nicht vorgesehen, vielmehr istauchan 
aufgebracht werden kann, wiederum nach dem J™*"™ Mat n z.B. Siliconen gedacht. Werterhin 
durch eine Schattenmaske bestrahlt und an den tehchteten 25 den bre« n Beschrankung im Hinblick auf (he Mo- 
Sen chemisch behandelt in eine nicht-leitende Form ^™ n k sbesonder e auf polymere und/oder ongomere 
uberfuhrt werden kann. Matenalien unterliegen, sondem es ist druchaus auch der 
. [0004] Nachteilig an den oben genannten Verfahren mil "small molecules" moghch. 

Photoresistschichtbzw.Pho^^ j*™? Fiir das Verfahren wird z.B. auf einem Substrat 

rdauv aufwenidg sind, weil sie mehrere Arbe.tsschnlte 30 001 JJ^ durch GieBen> SpinC oadng, Rakeln, 

selbstbeivorbegenderSch^ £ U ^l«e Schicht von leitfahigem Polyanihn erzeugt. 

Material wie PANI benotrgen, um die Elektroden zu erzeu Bedrucken mit einer basischen Verbindung (Ami n, 

nalisierung der Prozessschritte beim Erzeugen leitfahiger 35 g^lLg der Eektrode und/cder l^terbahn kann d.e 
Bahnen und/oder Elektroden auf einem Substtat noch gesp ult und getrocknet werden 

[0006] Gegenstand der Erfindung ist erne Elektrod und/ g Bedrucken der Bereiche die mcht- 

• Ur Leiterbahn, die durch In-Kontaktbnngen em« bctactt 0017] ^ ^ ^ ^ ^ Berei- 

aus organischem Material mit einer c«hen ^ntog U g ^ die Eletooden/Ulter bahnen ergeben. 

, hersteubar ist. Ausserdem ist Gegens and der «" » Kombination des Verfahrens mit einer Be- 

Verfahren zur Herstellung einer Elektrode und/ode emer OO^j e . ner durch , chatten . 

Leiterbahn durch In-Kontakt-Bnngen eines beschichteten ^ g ^ ^ 

Substrats mit einer chemischen Verbindung . Erfindung betriffi Elektroden fur °rga™ che 

[0007] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung wird d.e 1°"^ insb esondere fiir Bauelemente w.e Feldef, 

Bektide nnd/oder Leiterbahn durch P^^^^ 45 fiS. (OFETs) und/oder Uuchtdoden (OLEDs), 
Oder Desaktivierung der Schicht aus organischem Matenal J™ und fdn strukluri er«e Elektrodenbahnen ha- 

hereesteUt. ' ' , Prfin ben Die Elektrode/Leiterbahn wird dabei durch einfachen 

[0008] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erim- ben Die bl * nicht -leitenden Schich, aus or- . 

dung st das organische Material leitfahig und flactag ^auf * ^XTSSrid mit einer chemischen Verbindung her- 
nem Substrat aufgebracht. An den SteUen, an den « ^ d^ese 50 gam.cn m Verbindung die Schicht aus or- 

Schicht organischen Materials in M mK ^ ^mr- gesjllt^ ^ ^ ^ 

schen Verbindung kommt, w.rd sie in ihre mcht-leittatnge ^ ^ ^ nicht ., eitend macht . 

Form Uberfuhrt. . . , v 

[0009] Nach einer Ausgestaltung wird die chenuscne ver- p a tentanspriiche 
lindung durch Bedrucken in Kontakt mit dem organischen 55 

Material gebracht. B^^g^^^rn^tLct'sreb ' 1- Elektrode und/oder Leiterbahn, die durch In-Kon- 

(geordnet nach steigender Auflosung) Offsetdruc^ S eb Schicht ^ orgamschem Material 

Suck, Tampotidnick und/oder Micro-contact-pnnting ' m " e ^ e r chemischen Verbindung hersteUbar ist. 

(uCP-Druck). ' L . • v . . ^ 2 Elektrode und/oder Leiterbahn nach Anspructi i. 

SoiO] Durch das Bedrucken mit der ,^chen\feA,n- 60 Zfctek Material ^ dem kt 

dung wird eine drastische Anderung m der ^^gj , d „ chemische g „ Verbindung leitfahig is. und flachig auf 
herbeigefuhrt. Durch die Drucktechn.k kann e «>e feine aufge bracht is.. 

Strukturierung der funktioneUen ^Sctach _ erreich twenlen e 3 ,n Elektrode , nd/ ^ e r Ui.erbahn nach Anspmch 1 

Die Auflosung hang, dabe, von der Le.stungsfah.gke.t des ^ 2 ^ ^ orgamschern Ma .enal is. 

jeweiligenDruckverfahrens ab Polyanilin oder einem anderen leutahigen orgam- 

100111 Der Druck kann z. B. mi. einem Stempel, wie beim M ale rial ist. 

TaTpondruck oder mi. einer S.empelrolle ,m kontinmerh- f^ide und/oder Lei.erbahn nach einem der vor- 

chen Verfahren, erfolgen. 
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stehende Anspruche, wobei die chemische Verbindung 



5. Verfahren zur Herstellung.einer Elektrode und/oder 
einer Leiterbahn durch in-Kontakt-Bringen eines be- . 
schichteten Substrate mit einer cbemischen Verbin- 5 
dung. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die chemische 
Verbindung durch Bedrucken in Kontakt mit der 
Schicht aus organischem Material gebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 5 oder 6, bei 10 
dem die Elektrode und/oder Leiterbahn durch partielle 
Aktivierung oder Deaktivierung der Schicht aus orga- 
nischem Material hergestellt wird. 



eine Base ist. 
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